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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成22年9月24日(2010.9.24)

【公表番号】特表2010-515240(P2010-515240A)
【公表日】平成22年5月6日(2010.5.6)
【年通号数】公開・登録公報2010-018
【出願番号】特願2009-523981(P2009-523981)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  27/10     (2006.01)
   Ｇ１１Ｃ  13/00     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  49/00     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  45/00     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/861    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/06     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  27/10    ４５１　
   Ｇ１１Ｃ  13/00    　　　Ａ
   Ｈ０１Ｌ  49/00    　　　Ｚ
   Ｈ０１Ｌ  45/00    　　　Ｚ
   Ｈ０１Ｌ  29/91    　　　Ｌ
   Ｈ０１Ｌ  29/91    　　　Ｆ
   Ｈ０１Ｌ  29/06    ６０１Ｎ

【手続補正書】
【提出日】平成22年8月3日(2010.8.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板にかけて配置された半導体素子であって、陽極にかけて配置された陰極を有し
、前記陽極と前記陰極の間の電気導電経路を形成することができる半導体素子と、
　前記半導体素子にかけて配置されたナノチューブスイッチング素子であって、このナノ
チューブスイッチング素子は、導電性コンタクトにかけて配置されたナノチューブファブ
リック素子を含み、該ナノチューブファブリック素子は電気刺激に応答して複数の抵抗状
態を示す、ナノチューブスイッチング素子と、
　前記ナノチューブスイッチング素子にかけて配置された導電端子と、を備える不揮発性
ナノチューブダイオードであって、
　前記ナノチューブファブリック素子が前記導電性コンタクトと電気的に導通し、前記導
電性コンタクトが前記陰極と電気的に導通し、
　前記陽極及び前記導電端子に印加された電気刺激に応答して、前記不揮発性ナノチュー
ブダイオードが前記陽極と前記導電端子との間の電気導電経路を形成することができる、
不揮発性ナノチューブダイオード。
【請求項２】
　前記陽極が導電体物質を含み、前記陰極が半導体物質を含む、請求項１に記載の不揮発
性ナノチューブダイオード。
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【請求項３】
　前記陽極物質が、Ａｌ、Ａｇ、Ａｕ、Ｃａ、Ｃｏ、Ｃｒ、Ｃｕ、Ｆｅ、Ｉｒ、Ｍｇ、Ｍ
ｏ、Ｎａ、Ｎｉ、Ｏｓ、Ｐｂ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｒｂ、Ｒｕ、Ｔｉ、Ｗ、Ｚｎ、ＣｏＳｉ２、
ＭｏＳｉ２、Ｐｄ２Ｓｉ、ＰｔＳｉ、ＲｂＳｉ２、ＴｉＳｉ２、ＷＳｉ２、ＺｒＳｉ２の
うち少なくとも１つを含む、請求項２に記載の不揮発性ナノチューブダイオード。
【請求項４】
　前記半導体素子がショットキーバリアダイオードを含む、請求項１に記載の不揮発性ナ
ノチューブダイオード。
【請求項５】
　前記基板と前記陽極の間に配置される第２導電端子を更に含み、前記第２導電端子は、
前記陽極と電気的に導通して、前記第２導電端子と前記導電端子における電気的刺激に応
答し、前記不揮発性ナノチューブダイオードは、前記第２導電端子と前記導電端子の間の
電気導電経路を形成することができる、請求項１に記載の不揮発性ナノチューブダイオー
ド。
【請求項６】
　前記陽極は第１類型の半導体物質を含み、前記陰極領域は第２類型の半導体物質を含む
、請求項５に記載の不揮発性ナノチューブダイオード。
【請求項７】
　前記第１類型の半導体物質が正にドープされ、前記第２類型の半導体物質が負にドープ
され、前記半導体素子がＰＮジャンクションを形成する、請求項５に記載の不揮発性ナノ
チューブダイオード。
【請求項８】
　前記ナノチューブファブリック素子が実質的に垂直配置される、請求項１に記載の不揮
発性ナノチューブダイオード。
【請求項９】
　前記ナノチューブファブリック素子が実質的に水平配置される、請求項１に記載の不揮
発性ナノチューブダイオード。
【請求項１０】
　前記ナノチューブファブリック素子が不織網の多層ファブリックを含む、請求項１に記
載の不揮発性ナノチューブダイオード。
【請求項１１】
　前記ナノチューブファブリック素子の厚さが約２０ｎｍ～約２００ｎｍである、請求項
１０に記載の不揮発性ナノチューブダイオード。
【請求項１２】
　前記導電性コンタクトが前記ナノチューブファブリック素子の下部表面と実質的に平行
に配置され、前記導電端子が前記ナノチューブファブリック素子の上部表面と実質的に平
行に配置される、請求項１０に記載の不揮発性ナノチューブダイオード。
【請求項１３】
　前記半導体素子が電界効果トランジスタである、請求項１に記載の不揮発性ナノチュー
ブダイオード。
【請求項１４】
　基板と、
　前記基板にかけて配置された導電端子と、
　前記導電端子にかけて配置された半導体素子であって、陰極にかけて配置された陽極を
有し、前記陰極と前記陽極との間の電気導電経路を形成することができる半導体素子と、
　前記半導体素子にかけて配置されたナノチューブスイッチング素子であって、このナノ
チューブスイッチング素子は、ナノチューブファブリック素子にかけて配置された導電性
コンタクトを含み、前記ナノチューブファブリック素子が電気刺激に応答して複数の抵抗
状態を示す、ナノチューブスイッチング素子と、を備える不揮発性ナノチューブダイオー
ドであって、
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　前記ナノチューブファブリック素子は、前記陽極及び前記導電性コンタクトと電気的に
導通し、前記陰極は、前記導電端子と電気的に導通し、
　前記導電性コンタクト及び前記導電端子に印加された電気刺激に応答して、前記不揮発
性ナノチューブダイオードが前記導電端子と前記導電性コンタクトとの間の電気導電経路
を形成することができる、不揮発性ナノチューブダイオード。
【請求項１５】
　前記陽極が導電体物質を含み、前記陰極が半導体物質を含む、請求項１４に記載の不揮
発性ナノチューブダイオード。
【請求項１６】
　前記陽極物質が、Ａｌ、Ａｇ、Ａｕ、Ｃａ、Ｃｏ、Ｃｒ、Ｃｕ、Ｆｅ、Ｉｒ、Ｍｇ、Ｍ
ｏ、Ｎａ、Ｎｉ、Ｏｓ、Ｐｂ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｒｂ、Ｒｕ、Ｔｉ、Ｗ、Ｚｎ、ＣｏＳｉ２、
ＭｏＳｉ２、Ｐｄ２Ｓｉ、ＰｔＳｉ、ＲｂＳｉ２、ＴｉＳｉ２、ＷＳｉ２、ＺｒＳｉ２の
うち少なくとも１つを含む、請求項１５に記載の不揮発性ナノチューブダイオード。
【請求項１７】
　前記半導体素子がショットキーバリアダイオードを含む、請求項１５に記載の不揮発性
ナノチューブダイオード。
【請求項１８】
　前記陽極と前記ナノチューブファブリック素子との間に配置されて、その間の電気導電
経路を提供する第２導電端子を更に含む、請求項１４に記載の不揮発性ナノチューブダイ
オード。
【請求項１９】
　前記陽極が第１類型の半導体物質を含み、前記陰極領域が第２類型の半導体物質を含む
、請求項１８に記載の不揮発性ナノチューブダイオード。
【請求項２０】
　前記第１類型の半導体物質が正にドープされ、前記第２類型の半導体物質が負にドープ
され、前記半導体素子がＰＮジャンクションを形成する、請求項１８に記載の不揮発性ナ
ノチューブダイオード。
【請求項２１】
　前記ナノチューブファブリック素子が実質的に垂直配置される、請求項１４に記載の不
揮発性ナノチューブダイオード。
【請求項２２】
　前記ナノチューブファブリック素子が実質的に水平配置される、請求項１４に記載の不
揮発性ナノチューブダイオード。
【請求項２３】
　前記ナノチューブファブリック素子は、厚さが約０．５～約２０ナノメートルである不
織ナノチューブ層を含む、請求項１４に記載の不揮発性ナノチューブダイオード。
【請求項２４】
　前記ナノチューブファブリック素子が不織多層ファブリックを含む、請求項１４に記載
の不揮発性ナノチューブダイオード。
【請求項２５】
　前記導電性コンタクトが前記ナノチューブファブリック素子の下部表面と実質的に平行
に配置され、前記導電端子が前記ナノチューブファブリック素子の上部表面と実質的に平
行に配置される、請求項２４に記載の不揮発性ナノチューブダイオード。
【請求項２６】
　前記半導体素子が電界効果トランジスタを含む、請求項１４に記載の不揮発性ナノチュ
ーブダイオード。
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